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Sposdb odtleniania gazéw szlachetnych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb odtleniania gazéw szlachetnych. Znany jest sposéb odtleniania gazéw
szlachetnych polegajacy na tym, ze gaz szlachetny zawierajacy tlen, domieszkuje si¢ wodorem a nastgpnie prze-
puszcza si¢ poprzez palladowy katalizator, na ktérym nastepuje spalanie tlenu. Gazy nastgpnie przeptywajg
poprzez absorbery, ktére absorbuja par¢ wodna. Stosowana metoda wymaga ztozonej, kilkuetapowej technikic . . : -
oczyszczania polegajacej na procesach chemicznych i fizycznych.

Celem'wynalazku jest uzyskanie odtlenienia gazu szlachetnego jedynie metods fizyczns.

Cel ten zostal osiagnigty przez wykorzystanie zjawiska dyfuzji jonéw tlenu po powierzchni péiprzewqd-
nika poddanego dziataniu pola elektrycznego. '

Zjawisko to polega na tym, ze czasteczki tlenu absorbujace si¢ na powierzchni pétprzewodnika, uzyskuja
¥adunek ujemny na skutek przeniesienia elektronéw z pasma przewodnictwa do czasteczek tlenu. Tak utworzony
ujemny jon tlenu ma mozliwo$¢ wedréwki po powierzchni pétprzewodnika, zgodnie z kierunkiem pola elek-
trycznego, ku potencjatowi dodatniemu. Jedli atmosfera gazu szlachetnego zawierajacego tlen odgrodzona jest od
innej atmosfery przegroda porowata péiprzewodnikowa do ktérej przytozone s3 dwie elektrody, a elektroda
znajdujaca si¢ wewnatrz atmosfery gazu szlachetnego zawierajacego tlen posiada potencjat ujemny, to nastgpuje
usunigcie czasteczek tleriu z tej atmosfery.

Istota wynalazku polega na tym, Ze gaz szlachetny podlegajacy odtlenieniu przepuszcza si¢ wzdtuz jednej
czgéci kanatu podzielonego przegroda w.ktérej znajduja si¢ liczne wktadki z materiatu’ pétprzewodnikowego
poddanego dziataniu réznicy potencjatéw tak skierowanej, ze czasteczki tlenu z gazu podlegajacego odtlenieniu,
zaabsorbowane na powierzchni péiprzewodnika dyfunduja do drugiej czesci kanatu w ktérej znajduje sie gaz
ptuczacy. Gazem pluczacym moze byé dowolny gaz szlachetny przy czym najkorzystniej stosuje si¢ ten sam gaz
szlachetny ktéry podlega odtlenieniu. .

Korzysciami technicznymi wynikajacymi ze stosowania sposobu wedtug wynalazku sa, mozliwosé stosowa-
nia jako gazu pluczacego tego samego gazu, ktéry podlega odtlenieniu, uniknigcie koniecznoci okresowej wy-
miany absorberéw oraz uniknigcie procesu chemicznego w cyklu odtlenienia.
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Wynalazek zostanie poniZej szczegétowo objasniony na przyktadzie sposobu odtleniania argonu w urzgdze-
niu pokazanym na zataczonym rysunku, ktéry przedstawia przekrdj tego urzadzenia.

Argon, ktéry chcemy odtlenié, przepuszcza si¢ przez komor¢ 2, a poprzez komore 1 przepuszcza si¢ gaz
ptuczacy, ktéry stanowi gaz obgjetny lub argon. Do elektrod 3 i4 przytozonych.do wktadki 5 wykonanej
z porowatego plprzewodnika przyktada si¢ réznice potencjatéw réwng np. 60 V, tak skierowang, ze elektroda
3 znajdujaca si¢ wewnatrz atmosfery gazu odtlenianego posiada potencjat ujemny wzgledem elektrody 4 znajdu-
jacej si¢ wewnatrz atmosfery gazu pluczacego. Wskutek przytozonej réznicy potenqaléw czasteczki tlenu dyfun-
duja z gazu odtlenianego do gazu ptuczacego.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb odtleniania gazéw szlachetnych, znamienny tym, ze gaz szlachetny podlégajqcy odtlenieniu
przepuszcza si¢ wzdtuz jednej czesci kanatu przedzielonego podtuing przegroda w ktérej znajduja sig¢ liczne
wktadki z materiatu pStprzewodnikowego, poddanego dziataniu réznicy potencjatéw tak skierowanej, Ze cza-
steczki tlenu z gazu podlegajacego odtlenieniu, zaabsorbowane na powierzchni péiprzewodnika dyfunduja do
drugiej. czesci kanatu, przez ktdra przesyta si¢ gaz ptuczacy. '

2. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze jako gaz pluczacy stosuje si¢ dowolny gaz szlachetny przy
czym korzystnie stosuje si¢ gaz szlachetny poddawany odtlenieniu. '
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